Feldeffekt-Transistor.

1.1

111
112
1.13.
1.1.4.

12

121,
122
123.
1.24.
128,
1.2.6.
127.
1.2.8.
1.29.

13.

131
132
133.
1.34.
13.5.
13.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
13.11.
1312
13.13.
1.3.14.
1.3.15.

1.3.16.

14.

Mechanische Ausfiihrung
Gehduseart: JEDEC « /DIN

Gehiusewerkstofft: Metall-Keramik

Gehauseoberflache:
AnschiuBdrihte 16tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Drain-Source-Durchbruchspannung:
Drain-Gate-Durchbruchspannung:
Gate,Source-Durchbruchspannung:
Gate-Strom:

Drain-Strom:

Verlustleistung:

Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Lottemperatur:

"Kenndaten fGr Source-

Schaltung bei25°C
Abschnilrspannung:— oo
Gate,Reststrom:
Drain-Sattigungsstrom:
Abschnurstrom:
Drain-Source-Widerstand:
KurzschluB-Eingangsleitwert:
KurzschluB-Vorwartssteilheit:
KurzschluB-Ruckwartssteilheit:
KurzschluB-Ausgangsleitwert: )
KurzschluB-Eingangskapazitat:
Gate-Source-Kapazitit:
Gate-Drain-Kapazitit:
Drain-Source-Kapazitat:

Max.0szillator-Frequ.
Rauschzahi:

Waérmewiderstand:

Obrigeelektr. Werte nach NEC - Datenblatt NE 244 (1977)

N -Kanal
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e 3 —
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D(Drain) E C : Q LA
v h . 2 )
S(Souice) NE 24 493 T f g _2!_ ][
S nw@nw:
1 N ]
15;7!8 L\ !‘ ﬂ
» =
[ I
[-}
Formel- wert MeBbedingung
zeichen
UDSO 5 v %, = °C . ,
Uoco -V B = °c L,
Usso | =10 Vv o= °c (/{!; L
/ey - A B = °C 4 ;‘
o 100 mA 9, = °c ‘ ¢
Prot 300 mw o |tv= 25 °c
8. |-65..125°C
8 -65..125°C
& 245 oc t = 5 sec
“Uoslo) [$1=151V fUps= 3 Viips = 0,1 mA
Ioss 21 uA Ugs==5 V.Upg= =V
Ipss 30..100 mA{Ups= 3 V.Ugs= OV
Ip(o#) - A Ups = ViUes= V¥V
RDS - Q 'D = A. UGS = AV
Ysi - S UDS = V. 'D = A. f= . Hz
Y 15..100 mSlups= 3 v, p330 MmA = 1 k Hz
Vs - S Ups = Vip =  Af= ' Hz
Yos = S |Ups= Vip = At= Hz
Ciss - PF Ugs = V,Ups = V.f= Mz
Cos - PF Ugs = v -
Coo - PF Upg = v
Cps - PpF Ups = v
t max. 55 G Hz Ups = V.Ugs = v Hz
F = 7,598 fUups= 3 V.Ip=10 mAt= 100 MHz
Re= 50 Q
Ry’ 200°C( w




Transistor
NPN=-Si

Anwend scode .
l une blese L»

Gerdte Xllme-Xlosee wit A

Niasns n. DIN e h_l_‘. cer_allg
K | E|C c

ERP-Bar. Nr.. 8

Oetum - -

E

1. Eigenschaften
1.1, Mechanische Ausfuihrung
1.1.1. Gehauseart: JEDEC DIN
1.1.2. Genausewerksioff:
1.1, Gehauseoberflache:
1.1.4 AnschiuBidrahte Iotbar vzin/vgol
1.2. Grenzwerte
2.1, Koliektor-Basis-Soannung:
122,  Kollextor-Emitter-Soannung:
1.23. Emitter-Sasis-Spannung:
1.2.4 Koilexiorstrom:
1.2.3.  Veriusteistung:
1.25.  Tameeraturbere:ch (Lagerung):
127, Scarrschicht-Temperatur:
123,  Lottemceratur:

—a

—_

- oL

9) !JI

- .
WL Www L

-
w
N

1.3.3.
139
1.3.10.
13.19.

1.3.192
1.3.13

1.4.

T o)

.S r WS rta N g
Kollentcr-FResisirom;

Emitter-Raststrom:
Transitfraavenz
Gieicnstrom-Versiarxer-Faktor:
Wechseistrom-Verstarxer-Faktor:
Kollextor-Satigungsspannung:

Basis-Sattigungssoannung:
fuscangsxaoazitit
Emitter-Sperrsch.cht-Kacazitat:

‘Warme-lnnanwigarstand.
‘\Warmewicerstand:

Leistungsverstirkung ¢

Rauschzanl :

Hinweis:

Dieses Bauteil ist vorgealtert

NEC = 5
VE 74003C 3
{50
£
-t 2202
p=§axd +3,3
a2 ~—15 25121
+._—| T;_
(=) -+
EE; ) N - | wones ann | !:2'
Formel- Wert Meidbedingung
zeichen
Ucio 43 v 0, = 25 °C
Ucso 3 V|, 7% °C
Usso 50 vV |l e,= T C
I 0 A | 3,= 35 cC
Poor 0,383 W | 9,= 25 °C
ts A3 ..-+200 °C
i =53 ...+200 °C
v ks °C ts 3s
les < 0.t A | Yaa= [V, I =0
ez Al U= — V= — °C
225 20,8 za 3= 2V, Ir =9
£ 2 0NE Mez f Usr= 3 Vile = 0 rAf= . MMz
8 Dois DO | Uss= 9 Vg = 3 -A
Ney U.:: = Vv, IC = A f = K-z
Uczar voloe A lg A
Ucziar Vi = Alg = A
Usgsar A le = Alg = A
C:. : 3y pF Usg= "5 v le 0 At= 5,0 MHz
CES DF UEB = v, l: = Al = MHZ
< -
Ring = begr w
Rony SC/mw
MAG 2 % 8 | Ugp =15, Ip= S0
F TR0 B e =53V, g = 500 A, gz 502, f2200
(168n bdburn-in).

Ubrige aiektr. Werte nacn NEZC Datenblatt  Microwave

Transistor Series NE740"



Diode N
5/’//;/';/‘177.— Q/e/c/vf/ch/er -
Solitron /56008

19¢ S/%2

Kathode

1.52 rmun.

X.
~d 77
)
o
|
10,82 ¢o1a

ja 22X,

1. Elgenschafien ]

1.1. Mechanische Ausfiihrung:
1.1.1. Gehauseart: JEDEC D0 4 /DIN

1.1.2. Gehausewerkstoll: Mefol

1.1.3. Gehéduseoberfiache:
1.1.4. AnschluBdrihte 16tbar verzinnt/

Formel- Wert MeBbedingung

12. Grenzwerte: zeichen

< 1.2.1. Sperrspannung: . Ug 800 Vv g = Aty = <C
1.2.2. Spitzen-Sperrspannung: , “Ugsp 800 v 8,= 25 °C
1.23. StoBspannung: _ Ugsioss — VvV 0 = °Cc
124. /DurchiaBstrormn: Nlg & A dy= 50 °C -
12.5.  DurchlaB-Spitzenstrom: Igsp -1 50 A B, = °C
1.2.6. DurchlaB-StromstoB: lEstoss 300 A 9= 25 c°c.f 83 ms
1.2.7. Verlustleistung: P : — W o = °C '
1.2.8. Temperaturbereich (Lagerung): 9, -65 bis +175 °C
1.2.9. Sperrschichltemperatur: 8 175 ~°cC
1.2.10. Lottemperatur: ) ] 245 °C t= J5 s
1.3. Kennwerte bei 25°C .
13.1. DurchlaBspannung : . ' U = 2 v = 6 A :
13.2. Spermstrom: : . Tlg 2 25 pA Ug =800 VUy=-25 °C

: ‘R - A UR = \'A ﬁv = cC
1.3.3. Sperrwiderstand: Rp — Q Ug = v
1.3.4. Thermischer Widerstand: . Rm — °C/mW
1.3.5. Sperrschicht-Kapazitat: C; — PpF Ug= . V.t = Hz
13.6. Gehiuse-Kapazitat: Co — pF
137. Sperrerholzeit: ) . ty 75 ns g = 05 Aauflg= 1,0 mA
: . gemessen ber 025 A
]

14. Obrige elektr.Werte nach Solitron - Datenblatt (Ausg. Dez. 1963 )




Silizium -Transistor X

e——
A

¢
{ma

l
5
f

o 6ro

>~ Nicht fur Neukonstruktion 1)

i 1 Elgenschaften : e _
X Werkstoff: Gehduse: ' St, vernickelt =6um -

X Anschlasse: Drahtenden [étbar versilbert ‘
FreimafBtoleranzen: - mittel DIN 7168 :

1.1 Grenzdaten: ‘
Kollektor-Basis-Spannung -Uegma,: 10V
Kollektar-Emitter-5pannung ~Ucgmer: 10V

Kollektor- Splizenstram /t,,,a, : 50mA
Verlustleistung N,: 200 mW bei Tymg = 45°C :
; Kristall temperalurT imax | 150°C i
— - Temperaturbereich: -55°C bis +150°C
o Wdrmewiderstand K : <g52°C/mW
1.2 Kenndaten:
X Kollektor-Reststrom -l : O4 A (<2uA) bei -Uqe =10V
005 uA bei Uy -5V
X Stromverstdrkung hay: 15 (10 bis 20) bei U.. <5V
Ausgangsleitwert hqy : 50-10°%S ,“ . ImA
Eingangswiderstand hy,: 300% £ 1’;'” z
Spannungsrickwirkung hyg : 10-10-4 T .25
Rackwirkungskapazitdt C., : L0 pF umsg




INgnsistor
(pnp -Silizium)

X.31

X.3.2.
133
X.34.
X.35.
36

37

38

39

14.

X Typ u.Kennzeichnung des
‘.. Kollektors aufgestempelt
< P oo .

Ubrige elektr_Werte nach :

g

&réfitmall)

.
o]
wy

|

R therm =052
Datenblatt 63/6_

. Intermetall
S 0C 450
I 1964

85 le—37 —|
; (Gréntmat)  (KleinstmaB)
3
1. Egenschaften: Normgehduse: It. Datenblatt
Werkstoff: Gehduse : —
. Oberfldche - gal Ni 5 [
AnschluBdrahte - (atoar verzinnt
Grenzwerte be 25°C -
. Kollektor - Basis - Spannung ~Ucgo 75 ¥
. Kollektor - Emitter-Spannung . " Yo 75 y
. Emutter - Basis - Spannung - Uegg 10 v
Max. Kollektorstrom : -lem 50 m A L
. Verlustleistung Pevr 200 mw ( ta,,?,)bj 45°C)
. Temperaturbereich {Lager) -55° bis +150°C ~ - )
Sperrschicht - Temperatur ¥ + 150 °C
Elektrische Werte ber 25°C
Kollektor - Reststrom - 1¢Bo 5(=400) nAlL-Ug=10 V)
“lege T (=300 pAl-Upg=10 ¥ tgmpat0p o)
Emitter - Reststrom : - ifBy 5 (=1500 nAl-Ug=10 Y)
Grenzfrequenz 3 ) k ~z
Gleichstrom - Verstarkungsfaktor- B 5 bis 20 (= U =2 V. = /[p=10mA)
Wechselstrom - Verstirkungsfaktor  hy, 15 (10bis25) (= Uy =5 V. - /g=1mA F=1 khz)
Kollektor-Sattigungsspannung “Ucgsqt 100 bis 400 my( - [ =10 mA, -ig=2mA)
’ Urfsat — VOode = — A ig=—A)
Basis - Sittigungsspannung. Ugfsat — Vi g =— A Ig=—A)
Schaltzeiten: tr st e == A Ig=—A)
ts — s g == A Ig=—A)
tr — st g === A g=—A)
Warme - Innenwiderstand : R therm < 025 °C/mwW
30 Warmewiderstand -

°C/mK



~lransistor .
pnp Silizium: -

X Typ aufgesternpelt
(nter metall

OC 490 -

¢ . 1

11 kr rkstoff: Gehduse :
x 11 Oberfliche:
x 12, Anschlu3drdhte :

12. Grenzwerte bei 25°C:

37
38 Schaltzeiten:(Anstiegszeit)

(Speicherzeit)

36. Kollektgr-Sattigungsspannung:

Basis - Sattigungsspannung:

- oallzeits y

N;'moehausz' juse: RO~ 41

Metall
ga Ni 6, bzw. gal N/'5 (bei St unter'kupfert)

igtbar verzinnt

2.1 Kollektor - Basis - Spannung: - UtBo 125 Y

22 Kollektor - Emitter-Spannung: ~Ucgo 125 ¥

23 Emitter - Basis - Spannung : Uegg 70 ¥

24 Max. Kollektorstrom : I ¢ max. 50 m A

25, Verlustleistung: Proe 200 mw (Y, = 45°C)

.26, Temperaturbereich : - 55 bis 150 °C

27 Sperrschicht - Temperatur: ¥ 150 ¢ -

13, Llektrische Werte bei 25% :
x.31 Koliektar - Reststrom : -lcgg 5(¢400)  nA( -Upg= 10 V)

lcgy 1(¢ 50)  pA(-Ug= 10y, %,= 100 o,

x32. Emitter - Reststrom: leg, S0 150)  nAl-Ugg= 10 no

33 Grenzfrequenz : 3 40 kHz . b
x 34 Gleichstrom - Verstirkungsfaktor: B 11 (5 bis 20) (=Ug= "2 ¥, ~Jg=10mA)
X35 Wechselstrom - Verstarkungsfaktor: hg, 15 (10 bis25) (=Ugp= S V g=TmA F=1KHz)

UCE sqt 175 (100 bis400)mV ( = [p = 10 mA, -Ig=2mA)
UCESGt Ve /C - ; A)
UBEsat Ve /C = A
1= s( A)

sl




Transistor
KPR~ Silizium

[ d
Philips ON262 243 L
. : N | 229 |
19 70 oS ¥ i 1y ]
B AN L e
; ‘. I & TELT
| l & } » r“? .
: !
1. Eigenschaften - Z;/ ==
1.1. Mechanische Ausfihrung
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC T0 60 DIN
1.12.  Gehausewerkstoff: Melall 7
'} 1.13. Gehiuszoberfliche:
1.1.4. AnschiuBdrahte {dtbar vzin/vgol Eml'ffé’f /SO//E‘/'f vorn Gehise
Formel- J . Wert MeRbedingung
1.2 Grenzwerte zeienen
12.1.  Kollektor-Basiz-Spannung: Uczo Y Vo o = <
122 Kolleklor-Emitter-Spanaurs Uctn J6 V| o= C
123 Emitter-Bzasis-Spannung: Utso A v 0= c
1.24  Kolieklorstrom: Ic 15 A b, = C
125 Verlustieistung: Prot 29 w g = 2 *C, f z 7 /liHz
126  Temperaturbereich (Lagorung): i ~£5°C brs 200 C
1.27.  Sperrschicht-Temparatur 2, ~E590 prs 1 200 C
128  Lettemperatur: NB L5 C t 5 o
1.3 Kennwerte bei 23°C
1.31.  Koilextor-Reststrom: lto £ 0 mA Ueg= 285V
lceo - A} U = Vo, = °C
1.32.  Emitter-Reststrem: lego — A Upy = \Y
33. Grenzfreguonz: f1 SC0 MRz Uep = Vo= A= tenis
134, Gleichstrom-Verstirke;-f aldor R e S Ure S V- = 05 A
135 Wachsetstiom-Veistairker-Fakior h;.. — U;E Vile = Af= K
126 Kollektor-Sattigungsspannuna: Uczear = 03 v I - D5 A lg = G171 A
Ucgar - le = Alp = A
1.37. Basis-Sattiqungsspanoung: . Ut yms — v o = Alp = A
1.2.8.  Kollektor Sperntschicht-Kapazitat: Ccs < 20 pF Urg = 30 v, e = 0 A= [ Mb-
1.39.  Emitter-Sperrschicht-Kapazitat Ces — pf Uig = Viie = At = Mz
1.2.10. Warme-Innenwiderstand Bihg < 60 “C'mW
1311, Warmewidrrstand: Riny — CimW
13.12 Aqsgangs/:vsfgng : A 215 H Ug = 28 V Bp= 240, Fo175MH2, 2 £2
1313, lewstungsversiarikung: % 2 8 a8 | Up » 2 ‘Z/D/r} QW 15 it By
14 Ubrige elektr Werte nach Phrilips - Datendlalt //:’Lﬁsg F0.1.1970)




S|-NPN -Transistor

Nicrh ff |
Negkorst.
¢ : J- Valve
=] 0,112
10- ’
. 3 NG 0-32 UKk Y3 ON617
1= ) { = I = .
g€ N\ 21 1933/ 76
Py 1,5 i
. Eigenschaften- c e T
1.1. Mechanrische Austihrung 39 300
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC SOT 56. - = N
1.1.2  Gehausewerkstoft: Kunststoff-Metail R ’ ’ 6
1.1.3.  Gehiuseoberfiache: 26,3 1,815,7
t.1.4.  AnschiuBdriahte i3tbar vzin/vgot 2,5 0,0 5,2
Formei- Wert MeBbtedingung
1.2 Gremzwerte zeichen:
1.21.  Kollektoe-Basis-Spannung: Ucso % V| 8,= . °C
122 Kollektor-Emittar-Spannung: Ucea 18 Vv = . °C
1.23. Emitter-Basis-Spannung: Ueao: Y #,= - °C
124 Kollewtorstromy: le 0 Al o= - °C
125 Verustieistung: . Pror 0w g= 25 oC
126 Temperaturbereicy (Lagerung): ¥ -30 nis +200 °Cc
127, Spesrschicht-Temperatur: B 200 °c
128  Loittemperatur B 3oCc f v 5 s
‘ 5&%&5’&2}
13 Kennwerte bei 25°C ! m
1.27.  Kolloktor-Reststrom: Icsa T A | Ugg= " V¥ T
Icea T A U= " V3 - °c
1.32 Emitter-Reststrom: lesq L - A Ueg = = \'
133 Grenzfrequenz: trity BNz | Ueg= 0 Vic=  * Atz - MRz
1.34.  Gleichstrom-Verstirker-Faktor:: = siene Tapeila 1.44 Ueg= 5 V.ig= A
F 1.35% - Wechsetstrom-verstirker-Faktor: Nte - Uce= - Vle= - Af= <~ KHzr
136. KotleitorSattigungsspannung: UCE,,,, -V le = = lg = - A
UcEsar -V le = - Alg= - A
1.3Z. Basis-Sittigungsspannung: Usgsor =V le = = Alg= - A
1.3.& Kollektor-SperrschicTt-Kapazitiat: Ces s pf | Ugg=" Vig= - Af= T MHz
© 1.3% Emitte~Sperrsciricht-Kapazitat: Ces pF | Ugg= =~ Ve = -~ At= - MHz
131 Wasme-innenwiderstand: Zwischen Ring £ 2,5 °Crmw
Sperrschicht und Gewingestutzen .
1.3.17. Ausgangsleistung P 25 W R . i
- 1.3.72. wirkungsgrad v 270 % “ee = 15,5 'Ds_é 6,254; f = 175 Wz
7'1" Stﬂ"“mﬁ’*“ﬁa‘ a 23.@0287 b 28..;3.4 c 34...40..‘ d l*o. '4»1*8
e 480-057 £ 57.00-6'9 L4 69..-83 - 1
1.5 Hinweis: Pro Liefersag dirfes dis[ramsistaren aur sus s3xs 3. oeteseinanderiicgunden iruppen stamen. Die
Trassistorew sdsssa: an: der Geniusecderseitr entsprechend der Stremverstirzusgsqrppe- gexenazeiciset
1.6 Ubrige elektr. Werte nach Yalve — Hancbeeh 1973/7% (xTyp LY 892) sein.
17 Zubehdrteile: 1um {isfermfing: geddrt eine: Sechsaamtmuttsr: $¥ 9,5 x5 (Dretmemeat bei kfcstiquag1 620, ha)
1.8 YOrSiCht: p5ioees Sauteil emttdlt Beryllim-—Gri¢ desses-Stawd giftig ist. Sefara die Beryllime-dxi d-Sermik
nicht deschidigt wird ist das Teil wagefdhriich.. .
1S Lieferort:  scpytrverpackt gegen Seschidiques
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" Gas-FET \

Plessey P35-1101-1
. 1985

Applications | BOTTOM VIEW

TO18 CAN

" 1. General Purpose Ampilifiers to 2GHz.

2. Trans-impedance amplifiers. ; (S;e;«:;ce
. .D

3. Osdillators. 3 Qan

Features

\
1. Revised chip layout for improved yield. s Ok 1
2. Ali gold bonding pads.

3. Silicon nitride passivation for improved
handling and long term stability.

4. Standard package (T018) for PCB

implementation. 2.5mm PCD
Absolute Maximum Ratings |
‘ Drainto source voltage Vps = +12volts
- Gate to source voltage Vgs = =12 volts i
Orain current loss = SOMA i
Total power dissipation Pr =300mwW
Charinel temperature 150°C maximum .
Storage temperature —65°C10150°C |
RF Electrical Characteristics (at 25°C)
. | ,
] Psoe [/ P35-1101-1 I
Symbol Parameters and Conditions Units ; —
\iln Typ Ma/ i Min | Typ g Max l,
frnax Maximum frequency of oscillation : | ' i
Vos =5V, lss GHz : | - twol -
MSG i Maximum stable gain at ; i ! ! i
! Vps =5V, lpss 1 ! ; i
t= 1GHz [+ -] - 112 14 0 - 0
f= 2GHz a8 - | 9 "nooo- v
| L
NFoer | Optimum noise figure at i i
Vps = 5V, Ipg = 10mA
t= 1GHz d8 2.0 - 10 20 |i
f= 2GHz dB 25 - 1 19 25 |
1
Pour | Output power at 1d8 ;
compression point at :
Vps = 5V, lpg = 25mA ;
=1GHz dBm - - +7 -
I
D.C. Electrical Characteristics (25°C)
Symbol i Parameters and Conditions Units Min : Typ Max
loss ¢ Draincurrentat ! i
' Vps =5V, Vgg =0V mA 10 : 25 i 50
! Vp, 1 Pinch-offvoltage at ; i
! i Vos =5V, lps = 10uA v ~1 : -3 ‘ -
I G i Transconductance at
| ! Vpg = 5V. Ipg = 10mA mS 12 ‘ 16 - |
lgs | Gateto source leakage current at 1
i Vgg = =5V ‘ uA ‘ - 1‘ - 1.0
. Rm | Thermal Resistance i i ; !
| I (channel to ambient) ‘C/W - : 100 : 150 i

——



P35., seite? |

Equivalent Circuit For P35-1101

T T T = B
Re Lv | Re Ce Re Ro | Le2 Re
O l A2% VT SAANO
GATE W\T/\/VT I DRAIN
) | Ve|7=Ces |
: :
| R l 8103% Fos| Co |
| l
[ I
— : Rs : =
Ce | | Ce
| Ls l
I S INTRINSICCHIP ]
- Le2
N "
SOURCE
Element Value® I Units *Note: E; ZaEclE;\igtl ::;u:tsl ::Swn are at lpg = 10mA
Ra 355 Q (2) Ips = Gm. Vc. e 7, where 1 = 20.0 psec.
Ces 0.60 (0.75) pF
R, 15.0 Q
Ce 0.06 pF
Re 300.0 Q
Rs 10.0 Q
Ls 0.05 nH
Ros 900.0 Q
Cos 0.10 pF
Ro 10.0 Q
Gu 15.5 (20.0) mS
Re 2.0 Q
Loy 08 nH
Les 1.0 aH
Ce 0.6 pF




[£35.. Seite 3

Typical Gain Characteristics

MSG (dB) P35-1101-1 (@8) P35-1101-0
4
0w R 30 =
25 S e
20 - 20 -
15 = 15 jm loss
‘oss 10mA
10 = 10mA 10 b=
5 = S5 =
1 4 Frequency 1 1 F
(GHz) (Gl ;
1.0 20 1.0 20 }
Calculated Noise Parameters (v, = 5 ots. log = 10ma)
P35-1101-0 (Reterence piane st gate ped)
. Frequency Optimum Noise impedance Noise Resistance Noise Figure |
i GHz MAG ANG normaiised to 50() atZs = 500,dB ||
| 1.0 093  20° 2.1 5.1 |
20 | o079 a5 2.1 5.2
Calculated Noise Parameters (v, = s vois. ios = 10ma)
P35-1101-1 (Reterences plane at package interface)
i Frequency Optimum Noise Impedance Noise Resistance Noise Figure
; GHz MAG ANG normalisedto50Q | atZs=500,dB
!
; 1.0 0.93 40° 22 5.5
' 20 | 0.84 71° 22 6.3




P39%.. Secteld|

Typical Small Signal S-Parameters Typical Small Signal S-Parameters [

(Common Source) (Common Source) !

P35-1101-1 (P101 package) P35-1101-1 (P101 package)

maximum gain Vg = 5 volts, lpgg minimum noise Vpg = 5 volts, lpsg = 10mA

Reference plane at package interface Ref plane atp ge interface
GH, uAGs" ANG | uaG™ ANG mé"mcl ué”mc H‘EH:“ “‘Gs"‘\“ﬂ uac™" ANG | uAG" ana ““éa”‘?!
01 | 099 51| 146 1720 001 874| 091 -26 01 1099 48115 1718] 001 868] 093 -29
02 | 099 -104 | 145 1699| 001 864 090 —6.0 02 | 099 -98 | 114 1702 001 856| 093 —63
03 | 099 -146 [ 143 1677 | 001 853] 090 982 03 | 099 -137 ! 113 1683 | 002 846| 092 -4 -
04 | 098 -183| 142 1635| 002 840| 090 -12.0 04 1098 -172 | 113 1646 | 002 83.0| 092 -122 ||
05 | 096 -236 | 141 1581 | 002 805! 089 -145 05 1097 -223| 112 1597| 003 802] 091 —148 |
06 | 095 -276| 140 1527 | 003 79.5| 089 -17.0 06 |09 261|112 1533( 003 783| 091 -17.4 |i
07 | 093 315|138 1463 003 772| 0.88 -205 07 |095 -298 | 110 148.1] 003 758]| 090 202 |!
08 | 092 -364 | 136 1414| 003 756| 088 -238 08 | 094 344|109 1434 004 732 089 -233 ||
09 | 089 —400| 133 1359 004 726| 087 -24.4 09 | 092 -378 ! 107 1383 004 709 089 -251 |
1.0 | 087 <430 131 1309 | 004 696| 086 -27.7 1.0 | 090 —406 | 1.05 1356| 0.04 67.7| 088 -28.5
1.2 083 504 | 1.30 1238 | 005 66.1] 085 -322 1.2 087 477 | 1.2 1274 | 005 636| 0.87 -33.1
14 | 080 551 | 126 1169 | 0.05 6441 084 —36.8 14 | 084 -523 1098 1203 | 005 61.6| 086 —378
1.6 | 075 —61.1 | 121 1088 | 006 621| 0.83 —40.3 1.6 | 081 588|097 1126 0.06 59.0] 085 —25
18 | 072 -686 | 1.16 994! 007 S84| 082 —452 18 079 653|097 1056] 007 559| 084 —a45 |
20 | 070 -790 | 1.14 943 008 559] 081 —505 | 20 | 078 -753 | 096 989 | 008 520| 083 —519 |

510

Typical S parameters at Vpgs = 5 volts, 10mA

~




Transistor '\
PNP - Silizium
PG 2270 - % —— i = s
Am Power 4 _8-“9— r_ 1 Tarlkrers I e
(1971 ] k92 LS "\ yl
. max '
(2) 8 (R ==
8y ) Z
E(3) <l
a's | S Zz
\ === < £g
1. Eigenschaften 10-32 UNF~2A ?.. .,a
1.1 Mechanische Ausfiihrung y s
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC 10111/DIN — 355 N
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Metall ™ m*_"
1.1.3. Gehauseobertlache: — ——:—}"61 — —
1.1.4.  AnschiuBdrahte I6tbar wem/vgol Kollektor am Gehaeuse 10,77 M Z : 1
Formel- Wert MeBbedingung
1.2, Grenzwerte zeichen
121, Kollektor-Basis-Spannung: -Uczo W v | a,= - “C
1.2.2.  Kollektor-Emitter-Spannung: -Uceo 80 v d,= - °C
1.23.  Emitter-Basis-Spannung: ~Uggo 8 v p,= - °C
1.2.4. Kollektorstrom: le 5 A = - °C
1.25.  Verlustleistung: Pios 30w tg= 100 °C
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): i ~65,..4200 °C
1.2.7.  Sperrschicht-Temperatur: 0, 200 <C
1.2.8. Lottemperatur: Wy 245 <C 1< 5 s
1.3. Kennwerte beij 25°C
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: = lepy =10 pA [-U;z= 60 v, U8E = 0,5v
— —{zEx =.50 H#A =l e =560 vy, = Jﬂcuﬂgs4 0,5¢
1.32.  Emitter-Reststrom: - lez =100 nA |-Ugp=~ 5 Vv
13.3.  Grenzfrequenz: fr Z 50MHz |-Ug= 10 Ve = 1,0 Af= 10 MHz
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B 80 bis 240 “Ug= 2 Vie= 1,0A
8 Z 2 ~Ugg= 5 Vig= 5 Af= =~ Knz
1.3.6.  Kollektor-Sattigungsspannung: ~Uceear =20 Vv Ic 5 Alg= 0,59 A
—UcE«at §0.2) \ le = 1 A, lg = 0,1 A
1.3.7.  Basis-Sittigungsspannung: —Ugg.a1 =12 Vv e = 1 A= 01A
1.3.8.  Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs =190 pF “Urg =10 Vg = 0 Af= 1 MHz
1.39. Eminer-S;\)errschich(-Kapazilél: Ces — pF Ug= — V= Af= — MHz
1.3.10. Warme-innenwiderstand: RinG = 3,33 °C/ w
1.3.11. Warmewiderstand: Rihu — C/mW
1.3.12 Schaltzeiten t, i 120 ns in Pirgo-Test~Schaltung
tS : 60 ns —UCC = 5, IC = 14, -Uas: 10v
197 = 80ns I572 = 100 mA
1.4, Ubrige elektr. Werte nach Pirgo - Katalog IND - 8754 ( Juni 1970 )
1.5. Zubehorteile Ilum Lieferumfang gehoert eine Sechskantmutter
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1. Eigenschaften ' ' ! B I :
1.1, Mechanische Ausfihrung Emter § (o) | S ' 41 ’
.11, Gehduseart: JEDEC 10 3/DIN - ‘
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Metall - __ .:‘,43!
1.13. Gehauseoberflache: /raxn
1.1.4.  AnschiuBdrihte |étbar vzin/vgol Pl P ]I — ” 7:5; . 222
l - LX min.
‘ : Fo'rrnei- Wert  MeBbedingung
2. Grenzwerte , zeichen
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Uczo 80 v | 8, = 25 °C
12.2. - Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 80 v | 8,= 25 °C
1.23.  Emitter-Basis-Spannung: Ueso 5§V ig= 25°C
1.2.4.  Kollektorstrom: : I 20 A 3, = 5 °C -7
1.25.  Verlustleistung: Pros W | 9,= BC_his 5goc
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): s “H5ese +200 °C
1.2.7.  Sperrschicht-Temperatur: 0, ~85... +200 °C
1.2.8. Léttemperatur: 5h 245 °C s
1.2.9 Basisstrom : Ig 0,5 A < o
1.3. Kennwerte bei 25°C
_1.3.1 Kollektor-Reststrom: o lcae 1 e o AL Uy e Y _
lcao — A U= — Vg, = — °C
13.2. Emitter-Reststrom: leso —_— A Ugg= — V
1.3.3. Grenzfrequenz: frifa —_ Hz U= — Vle= . Al= __ MHz
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B 2 1000 Ug= 3 Vic= - 10 A, tj =0...#200°C
1.3.5. Wechseistrom-Verstarker-Faktor: Nee - Ug= = Vile= — Af= = KHz
1.3.6. Kollektor-Sittigungsspannung: Ucssar < 2 v le = 0 A1g=boaA,t ty =04..+200%C
UCE;al — v lc = - A, la = e A
1.3.7.  Basis-Sittigungsspannung: Usesar = 2,8 vy e = 0 A lg = mA, t; =0...+200%C
1.38. Kollektor-Lmitter Leckstrom : Iegn < 7 mA 1 Uce= bV, Roe = 2200 2ty =0..ar200%C
1.39.  Kollektor = Durchbruchstrom : Icg 2 755 Al dp= WVt =1sy ‘teh= .+ 259C.
1.3.10. Wirme-innenwiderstand: Ring 0,67 cc/r w
1.3.11. Warmewiderstand: Riny -_— °C/mW

1.4, Ubrige elektr. Werte nach Lambda Katalog 1980
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1. Elgenschalten Kathode Farb-Code — 3175
1.1, Mechanische Ausfihrung: ) ! may
1.1.1. GehZuseart: JEDEC /DIN
1.1.2. ~ Gehiusewerkstolf: Glas
1.1.3. Gehauseoberlldche:
1.1.4. AnschluBdridhte I6tbar verzinnt/vergoldet
_ Formel- Wert MeBbedingung
1.2. Grenzwerle: zeichen .
1.2.1.  Sperrspanaung: ) Ug vV g o= A By, = <C
1.2.2.  Spitzen-Sperrspannung: Ugp 180 v- 0 = °C
1.2.3.  StoBspannung: Ugsioss 200 v 9, = °c
- 1.24. Richtsirom/Durchlalstrom: /g 200 A Oy = °C
1.2.5. Durchia3-Spitzenstrom: lesp , 650 0 A Oy = °C
! 1.2.6. Durchiz5-StromstoB: Yestoss Z A By = °C, t= 10 ms
1.2.7.  Verlusileistung: P 20 mw 9, =+ cC
1.28.  Temperaturbereich (Lagerung): s .558( pis «200C
1.29.  Sperrschichitemperatur: g .239C bis +200°C
T 1.2.100 Léitemperatur: T T e Y T T cc t= .2 s
1.2 Fregquenzbereichs f 0 bis 100 kilz i -
1.3. Kennwerte bei 25°C )
1.3.1.  Durchizfispannung : _ U S 1v fp = 100 eA
1.3.2.  Sperrstrom: . TR s 0,025 A Ue= 180 V
' e 15 pa Up= 180 V.9, = % cc
1.3.8.  Spernwiderstand: Rp Q Ug = v
1.3.4.  Thermizcher Widerstand: Ry, “C/mW
1.3.5.  Sperrschicht-Kapazitit: G pF Ug = Vif = Hz
1.36. Gehirse-Kapaziiat: "Co pF
1.3.7.  Rickwartserholzait: ter s IF = Aaufly = A




